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Известно, что широкозонные полупроводники рассматриваются как перспективные материалы для создания приборов, способных работать при повышенных температурах и высоких уровнях ионизирующего излучения. В то же время, не смотря на большое количество работ по радиационной стойкости SiC до сих пор имеется значительный разброс в определении скорости удаления носителей и даже до конца не выяснен физический механизм компенсации полупроводника под действием облучения.
В настоящей работе были исследованы свойства эпитаксиальных  плёнок SiC, полученных методами сублимации и CVD при их облучении электронами с энергией 0,9 МэВ и протонами с энергиями  8 и 15 МэВ. В исходных образцах и после каждой дозы облучения измерялись величины Nd-Na (Na-Nd), а также спектры фотолюминесценции. Примесный состав образцов был исследован методом ВИМС. Была предложена теоретическая модель, описывающая изменение концентрации носителей заряда с увеличением дозы облучения в зависимости от физического механизма компенсации.
На основании полученных экспериментальных данных и их теоретического анализа были получены три основных вывода. 
1. Независимо от политипа SiC (4Н или 6Н), типа проводимости, уровня легирования и вида облучающих частиц (протоны или электроны) наблюдается линейное уменьшение концентрации носителей заряда с увеличением дозы облучения. Согласно разработанной модели такой характер компенсации обусловлен переходом носителей заряда на образующиеся в результате облучения глубокие центры.
2. Сравнительно высокая скорость удаления носителей в SiC (на уровне аналогичной величины для кремния) при комнатной температуре обусловлена отсутствием отжига первичных радиационных дефектов. В случае облучения SiC при температурах ~ 500 0C и выше, скорость удаления носителей в SiC должна быть существенно ниже.
3. Наблюдалось корреляция между концентрацией атомов азота в исследовавшихся образцах SiC и интенсивностью «дефектной» фотолюминесценции (ДФЛ). Чем выше была концентрация азота, тем при больших значениях доз облучения интенсивность ДФЛ выходила на насыщение. Эти результаты подтверждают ранее сделанный вывод, что активатором ДФЛ в SiC являются донорно-акцепторные пары атом азота – радиационный дефект.
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